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Vorwort

Trotz der wachsenden Zahl hochintegrierter Schaltkreise ist der
Transistor aus vielen Schaltungen nicht wegzudenken. Das
betrifft u.a. NF-Verstirker groBer Leistungen, HF- und Lei-
stungsschalteranwendungen sowie rauscharme Vorverstirker.
Leider stehen dem interessierten Elektronikamateur nur in unzu-
reichendem MaBe Katalogmaterial und Datenblitter zur Verfii-
gung. Anliegen dieser Broschiire soll es deshalb sein, cinen Uber-
blick iiber das Typenspektrum von DDR-Transistoren zu geben.
BewuBt vermieden wurde die Darstellung von Germaniumtransi-
storen, da diese, obwohl noch héufig im Amateurbesitz, heute
kaum noch Bedeutung haben und fast alle Transistoren in dieser
Technologie durch moderne Siliziumbauelemente abgelost wur-
den. Ebenfalls nicht aufgenommen werden Foto- und MOS-
Transistoren sowie Transistorarrays, da das den Rahmen dieser
Broschiire sprengen wiirde. 5
Erginzt wird die Transistordatensammlung durch aligemeine
technische Erliuterungen zu Transistoren und eine Ubersicht der
Bauformen.

Frankfurt (Oder), im Mai 1988 2 Uwe Beier



1. Verzeichnisderaufgefiihrten Transistoren

Typ Seite Typ Seite Typ Seite
BSY3 22 " SF122 50 §S 201 67
SC206 24 SF123 50 $5202 67
SC207 24 SF126 30 . §8216 68
SC236 25 SF127 39 §§218 68
SC237 25 SF128 39 SS219 , 68
SC238 25 SF 129 39 §SY20 70
SC239 25 SF131 40 SU111 71
SC307 28 SF132 40 SU 160 72
SC308 28 SF136 42 SU 161 74
SC300 28 SF 137 42 SU 165 75
SD 168 30" SF 150 51 SU 167 7
SD 335 31 SF215 52 SU 169 77
SD336 33 SF216 52 SU178 78
SD 337 31 SF225 54 SU179 78
SD 338 33 SF235 55 SU 180 80
SD 339 31 SF240 56 SU186L 81
SD 340 33 SF245 58 SUISSL 81
SD 345 35 SF357 59 sU189 83
SD 346 37 SF 358 59 SU190 83
SD 347 35 SF 359 59 SU310 84
SD 348 37 SF 369 60 SU311 84
SD 349 35 SF816 62 SU312 84
SD350 37 SF817 62 SU377 86
SD 600 43 SF818 62 SU378 86
SD 601 43 SF819 62 SU379 86
SD 602 43 SF826 63 SU 380 86
SD802 45 SF827 63 SU 382 87
SD812 46, SF828 63 SU 383 87
SF016 47 SF829 63 SU 384 87
SF018 47 $S106 64 SU 508 80
SF116 48 §5108 64 . SU 509 89
SF117 48 $S 109 64 SUS510 89
SF118 48 88125 66 SU518 90
SF119 48 55126 66 SU519 90
SF121 50 55200 67 SU 520 %)



2. Ailgomaine technische Erlauterungen

-

2.1. Grenz- und Kennwerte

Die Eigenschaften eines Halbleiterbauelements werden i. allg.
durch die Angabe von Kenn- und Grenzwerten definiert.
Kennwerte sind Eigenschaften eines Halbleiterbauelements, die
das Betriebsverhalten oder die elektrischen Parameter in einem
- bestimmten Arbeitspunkt ausdriicken. Sie werdeni. allg. als typi-
sche Werte (typ.) oder Garantiewerte (min., max.) angegeben.
Grenzwerte sind Werte, die der Anwender nicht iiberschreiten
darf, ohne die sofortige Zerstérung des Bauelements zu riskie-
ren. Hierbei sind auch Schwankungen der Betriebsspannung und
Toleranzen anderer Bauelemente zu beriicksichtigen. Ein einzel-
ner Grenzwert darf auch dann nicht {iberschritten werden, wenn'
andere Grenzwerte nicht voll ausgenutzt sind.

2.2. Einbau- und Létvorschriften fiir Transistoren

Die Halbleiterbauelemente sind vor elektrischen, mechanischen
und thermischen Uberlastungen sowohl bei ihrer Verwendung in
den Schaltungen als auch bei ihrem Einbau sorgfaltig zu schyiit-
zen. Bei Bauelementen mit hoherer Verlustleistung ist fiir ausrei-
chende Wirmeabfiihrung zu sorgen. Die Einbaulage aller Transi-
storen ist beliebig. '

Die Lotung auf Leiterplatten mu8 auf der den Bauclementen
abgewandten Seite der Leiterplatte erfolgen. Der Lotkolben
muB ordnungsgemiB geerdet sein. Die Lotparameter miissen
innerhalb der schraffierten Fliche nach Bild 1 liegen. Dabei stellt
die obere Grenzkurve ABC die Lotwiarmebestindigkeit dar. Der
Punkt D ergibt sich aus den Werten der Létbarkeit. Daraus leiten
sich die Linien AD und DC ab [1].

Mehrfaches Ein- und Ausléten ist zu vermeiden. Zum Zwecke
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der Reparatur ist jedoch die einmalige Wiederverwendung
gestattet. Dabei sind aber sowohl beim Aus- als auch beim Einlé-
ten die Einbau- und Létvorschriften unbedingt zu beachten.

2.3. Wirmeableitung bei Transistoren

In jedem Halbleiterbauelement entsteht beim Betrieb eine Ver-
lustleistung, als deren Folge sich die Sperrschichttemperatur
erhoht. Da die maximal zulissige Sperrschichttemperatur aber
nicht iberschritten werden darf, muB jede Schaltung nicht nur in
elektrischer, sondern auch in thermischer Hinsicht sorgfaltig
dimensioniert werden, .
Wenn die Verlustleistung klein ist, fiihrt die Oberfliche des
Gehéuses geniigend Wirme ab, wihrend bei groBeren Verlust-
leistungen zusitzliche MaBnahmen zur Kiihlung ergriffen werden
mussen. Der Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und
umgebender Luft kann z.B. dadurch vermindert werden, daB
man einen Kihistern oder eine Kiihifahne auf das Gehiuse steckt
oder daB man den Transistor auf ein Kiihlblech bzw. einen Kiihl-
korper schraubt.

Der Zusammenhang zwischen der abzufilhrenden Verlustlei-
stung Py, der Sperrschichttemperatur #; und der Temperatur der
umgebenden Luft ¢, wird durch die Beziehung
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ausgedriickt. Ry ist der gesamte Warmewiderstand zwischen
der Sperrschicht und der umgebenden Luft. Er setzt sich zusam-
men aus dem inneren Wirmewiderstand Ry, zwischen Sperr-
schicht und Oberfliche des Gehiuses bzw. Gehiusebodens,
sowie dem #uBeren Wirmewiderstand Ry zwischen Gehause
und umgebender Luft oder evtl. einem anderen Kiihlmittel.
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Bild2
: _ Wirmewiderstand
0 2 4« 6 8 1 12 & % 18 20  RixfirKihibleche
Sincm —a= aus Aluminium

Durch die Beschaffenheit der Kiihleinrichtung kann nur der
4uBere Wirmewiderstand beeinfluBt werden. Meist soll bei gege-
benen Betriebsbedingungen die GroBe des erforderlichen Kiihl-
blechs ermittelt werden. Dazu wird zunéchst der aulere Warme-
widerstand wie folgt berechnet:
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Die Daten des Kiihlblechs mit dem Wirmewiderstand R ent-
nimmt man dann den angegebenen Diagrammen in Bild2 oder
Bild3 [2]. Die Kurven zeigen den Warmewiderstand senkrecht -
stehender Bleche zur umgebenden Luft bei Wirmezufiihrung in
der Mitte der quadratischen Fliache in Abhiingigkeit von der Kan-
tenldnge |. Bei waagerechter Anordnung mu8 die errechnete Fli-
che des Kithlblechs ungefihr um den Faktor 1,3 vergroBert wer-
den. Schwiirzt man das Kiihlblech, so darf dessen Fliche unge-
fahr um den Faktor 0,7 kleiner als die errechnete sein.

Stechen dem Anwender stranggepreBte Kiihlkérperprofile zur
Verfiigung, ist die Dimensionierung nach den in [13] angegebe-
nen Diagrammen vorzunehmen. !
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Bild 3
l Wirmewiderstand
0 2 4 6 810 12 1% 1 1820 Ry fiir Kiihlbleche
Sincm —m aus Stahl
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Die genannten Hinweise zur Berechnung der Kiihlkorper reichen
in der Praxis meist vollig aus. Ausfiihrlichere Darstellungen zur
Wirmeableitung in Halbleitern und zur Dimensionierung von
Kiihlkérpern sind in der Literatur vorhanden [3], (4], [5], [6].

2.4, Zulissiger Arbeitsbereich (SOAR) [8]

Der zuldssige Arbeitsbereich (SOAR = Save operating area)
wird schematisch durch bestimmte Grenzlinien im I¢-Ucg-Dia-
gramm eines Transistors dargestellt. Es handelt sich dabei um die
Begrenzungslinien fiir die maximale Kollektor-Emitter-Span-
nung Ucgo, den maximalen Kollektorstrom /¢ und den Kollek-
torspitzenstrom Iy, die maximale Verlustleistung Py, und fiir
den 2. Durchbruch (Bild4). Diese 4 Begrenzungslinien sind abso-
_lute Grenzwerte, die beim Betrieb des Transistors zu keiner Zeit
tiberschritten werden diirfen. 2
Zulissiger Arbeitsbereich 1
Der Arbeitsbereich I gilt fiir Dauerbelastung. Mit Ausnahme der
Verlustleistung gelten die SOAR-Grenzen fiir den gesamten
Betriebstemperaturbereich. ~
Die Abhangigkeit der maximalen Verlustleistung Py, von der
Umgebungs- bzw. Gehéusetemperatur wird in Form eines
Reduktionsdiagrammes angegeben (Bild5). Die maximale Ver-
lustleistung P, berechnet man bei konstanter Umgebungstem-
peratur
fiar d=<d,: P, = B, i 3
Ry
b % —dy
und fir > 9y P = —4——.
RﬂlU
Bei konstanter Gehausetemperatur erhélt man -

fir O<O; Po= D=

und fir 9> 0 Py = k. 1

10
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111 1 Zulissiger Arbeits-
Uceomax bereich von Transi-
Ugg e storen (SOAR)

Als ¥, wird dabei die Break point-Temperatur bezeichnet; sie
betrigt, wenn nicht anders angegeben, 25°C.
Im SOAR-Diagramm wird die fiir eine Gehiusetemperatur

9 <O, <V, :

ermittelte Verlustleistung als 45°-Gerade angegeben. Diese

Gerade bildet die Grenze fiir die zuldssige Dauerverlustleistung

bei der angegebenen Gehiusetemperatur. Verlustleistungsgren-

zen fiir hohere Gehiusetemperaturen liegen unterhalb der einge-

zeichneten Geraden.

Als 2. Durchbruch wird das abrupte Zusammenbrechen der Kol-

. lektor-Emitter-Spannung bei steilem Kollektorstromanstieg
infolge einer Belastung mit hohem Kollektorstrom bei einer

hohen Kollektor-Emitter-Spannung bezeichnet. Zur Vermei. -
dung des 2. Durchbruchs wird im SOAR-Diagramm in Richtung
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Ucgo eine weitere Leistungsreduktion eingefiihrt. Die Lage die-
ser Grenzlinie ist so definiert, daB beim Betrieb unterhalb dieser
Linie der 2. Durchbruch mit Sicherheit nicht auftritt.

Zulissiger Arbeitsbereich Il

Der Arbeitsbereich II gilt fiir periodischen Rechteckimpulsbe-
trieb. Infolge der thermischen Tragheit des Transistors konnen
héhere Belastungen zugelassen werden als beim Dauerbetrieb,
ohne daB die maximal zuldssige Sperrschichttemperatur iber-
schritten wird. Wie auf Bild4 zu erkennen ist, lassen sich die
Grenzen fiir den Kollektorstrom, die Verlustleistung und den
2. Durchbruch erweitern. Dagegen darf Ucgo auch bei Impulsbe-
trieb allgemein nicht iiberschritten werden.

Arbeitsbereich 111
Fiir spezielle Anwendungen werden auch Gebiete mit Ucg >

12



Ucgo unter gewissen Steuerbedingungen an der Basis als Impuls-
arbeitsbereich zugelassen. So ist z. B. nach Bild4 beim Abschal-
ten des Transistors ein Uberschreiten von Uege unterhalb eines -
bestimmten Kollektorstromes fiir einen angegebenen Zeitraum
erlaubt.

Fiir ausfiihrliche Betrachtungen zur Thematik Arbeitsbereiche
fir Transistoren wird auf die Literatur verwiesen [3], [4], [5], [6].

(70, [11], [12], [14].

2.5.  Transistorgrundschaltungen

Es gibt 3 Grundschaltungsarten fiir einen Transistor. Sie werden
nach derjenigen der 3 Elektroden (Basis, Kollektor, Emitter)
bezeichnet, die dem Eingangs- und Ausgangskreis gemeinsam ist
(Bild6 bis Bild8). Tabelle 1 gibt cinen Uberblick iiber die Eigen-
schaften der 3 Grundschaltungen.

Bild 6
4 - Emitterschaltung

Tabelle | Eigenschaften der Transistorgrundschaltungen

Emitter- Basis- Kollektor-

schaltung schaltung schaltung
Eingangswiderstand mittel klein grob
Ausgangswiderstand mittel . groB klein
Stromverstarkung groB kleiner 1 grof
Spannungsverstirkung kleiner1 groB grofy
Grenzfrequenz niedrig hoch niedrig

13
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“‘4, r l“? Bild 7
_ Basisschaltung

Bild 8
Kollektorschaltung

2.6. VierpolgroBen von Transistoren
2.6.1. VierpolgroBen der h-Matrix

Man kann einen Transistor als einen aktiven Vierpol auffassen.
Bei Aussteuerung mit kleinen niederfrequenten Signalen lassen
sich seine Eigenschaften durch die 4 Kenngro8en der h-(Hybrid-)
Matrix beschreiben, die als reell angenommen werden:

Uy =hyy - i+ hyp oy,
! iz = hz]'il+hﬂ‘uz.
In Matrizenschreibweise erhilt man

U\ _ i hy h
(12) ~ (h) (ull) ’ (h) = ( u hp

Bei allen 3 Grundschaltungsarten gilt fiir den Transistor-Viemol

" das gleiche Ersatzschaltbild (Bild9).

Die 4 h-Parameter haben folgende Bedeutung:
~ Eingangswiderstand bei kurzgeschlossenem Ausgang

u
(uy = 0) h11=':‘]_,
b

14



— Spannungsriickwirkung bei offenem Eingang

(H=0) h,= P

A
I

- Stromverstirkung bei kurzgeschlossenem Ausgang

(w2 =0) hy

= Ausgangsleitwert bei offenem Eingang

(i =0) hzz'—'u_-

Eine haufig benutzte Abkiirzung ist die Determinante

4h = hy; by — hy; by,
Sie wird deshalb oft als 5: Kennwert genannt.

In den Datenblittern fiir die Transistoren sind die h-Parameter
meist fiir die Emitterschaltung und fiir einen bestimmten Arbeits-
punkt angegeben. Dieser ist durch die Kollektorspannung, den
Emitter- bzw. Kollektorstrom und die Umgebungstemperatur
festgelegt. Zur Berechnung von Transistorstufen in Basis- oder
Kollektorschaltung ermittelt man die zugehérigen Parameter aus
denen der Emitterschaltung mit einer Umrechnungstabelle

 (Tabelle 2).

Tabelle 2 Umrechnung der h-Parameter

Emitter-- Basis- Kollektor-
schaltung schaltung schaltung
Eingangs- d hy;
widerstand  Puie by = ~ bye = hyge
1+ hy,
Spann_unp- h hew = hyge * hage = IR,
.rnck'\urkmls 12e 1 T he 122 Dz 12e
Bae TR ~hy = 1+h,
versﬂ;tu.s 210 i hzu 21c 1e
Ausgangs- bz,
lei hm= hzz: - hﬂ!
1+ hz::

15
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2.6.2. VierpolgroBen der y-Matrix

Uz .

Bild 9

Einfaches Transistorersatz-

o  schaltbild fir die h-Parameter

Wiihrend die Vierpoleigenschaften der NF-Transistoren mit der
h-Matrix beschrieben werden, ist bei HF-Transistoren die y-
(Leitwert-)Matrix gebréauchlich.

I =y g+ Yy,
b =Yy Uy +Y¥n- iy

In Matrizenschreibweise erhilt man

i u
(.l 1) : y) = ()’u J’lz)_

] Uy Ya ¥z
Die Leitwertparameter werden im Gegensatz zu den h-Parame-
tern als komplexe Zahlen angegeben. Allgemein gilt:

Yik = B + Jbi

Dabei ist g der reelle Leitwert. Der imaginare Leitwert wird
durch die Kapazitiit des Transistors bestimmt:

by = wC

= (y)

Werden die y-Parameter angegeben, wird durch einen zusitzli-
chen Index e, b, ¢ gekennzeichnet, fiir welche der 3 Grundschal-
tungen die Parameter gelten.
Dic y-Parameter werden wie folgt definiert:
— Eingangsleitwert bei kurzgeschlossenem Ausgang
il
(uz 0) Yu = u, ’

16



Tabelle 3 Umrechnung der h-Parameter in y-Parameter und umgekehrt

h v
1 hys
Yu Yiz s w5
L hy
y
) hﬂ Ah
Ya ¥ e S
hyy hy
1 Yiz ’ J
S hy, hy;
¥n ¥u
h L]
¥ Ay
e = by hy;
¥ Y21
I'1 ig
—
55 Bild 10
i
u Y = u .
) ¥ 15 :Q'l Y22 12 Transistorersatz-
schaltbild fur die
o— ) s . ! 5 y-Parameter

— Riickwirtssteilheit bei kurzgeschlossenem Eingang ~
x
u = 0 = — .
(4 ) Yo Hz
— Vorwiirtssteilheit bei kurzgeschlossenem Ausgang
i
(=0) y, = —+ ,
u
— Ausgangsleitwert bei kurzgeschlossenem Eingang

e i
(;=0) yu W

Die Determinante ist

Ay = ynYan = Y * Y-
Fiir die y-Parameter gilt das Transistor-Ersatzschaltbild gemi8
Bild 10. Es ist moglich, die y-Parameter in die h-Parameter bzw.
die h-Parameter in die y-Parameter umzurechnen. Die dazu not-
wendigen Formeln sind in Tabelle 3 angegeben.

17



2.7. Schaltzeiten von Transistoren

Die .Ubergiinge zwischen Sperrzustand und DurchlaBzustand
eines Transistors erfolgen auch bei sprunghaften Anderungen
der SteuergroBe nicht abrupt. Zusitzlich sind diese Uberginge
gegeniiber Spriingen der SteuergroBe verzogert. Aus Bild 11 kén-
nen die Definitionen der verschiedenen Schaltzeiten entnommen
werden. Die GroBe der Schaltzeiten hiangt auB¢r vom Transistor-
typ sehr stark von der verwendeten Schaltung ab. Mit zunchmen-
der Ubersteuerung des Transistors wird die Einschaltzeit kiirzer
und die Ausschaltzeit linger. Durch VergroBerung des Ausraum-
stroms wird die Ausschaltzeit kiirzer. Die Schaltzeiten sind
abhiingig von der Dauer des Steuerimpulses. Erst wenn die
Impulsdauer um ein mehrfaches groBer ist als die Schaltzeiten,
bleiben diese konstant. Weiterhin muB die Schaltflanke des
Steuerimpulses wesentlich groBer als die Schaltflanke des Kollek-
torstromimpulses sein.

-

T J Bild 11
g Schaltverhalten eines Transistors
g in Emitterschaltung

T 0,9+

0,1

18



Verwendete Abkiirzungen
und Formelzeichen

Imaginirteil der y-Parameter

Kapazitit, Sperrschichtkapazitit
Kollektorkapazitat

Frequenz

Ubergangs- oder Transitfrequenz (extrapolierte Grenz-
frequenz fir / hy, / =1)

Rauschfaktor

Realteil der y-Parameter

Rarameter der Hybridmatrix
KurzschluB-Eingangswiderstand
Leerlauf-Spannungsriickwirkung
KurzschluBstromverstirkung .
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis (statisch)

'Leerlauf-Ausgangsleimert <

Strom

Basisstrom
Basisspitzenstrom
Steuerstrom

Ausraumstrom (nach dem Ausschalten dem Steuerslrom
entgegengesetzt flieBender Strom)

Kollektorstrom
Kollektor-Basis-Reststrom bei offenem Emitter (/g = 0)
Kollektor-Emitter-Reststrom bei offener Basis (I = 0)

Kollektor—Enntter-Reststrom miteinem Wldcmand Rge
zwischen Basis und Emitter

Kollektor-Emitter-Reststrom bei kurzgeschlossener
Emitterdiode (Upg = 0)
Kollektor-Emitter-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode
Kollektor-Spitzenstrom

19



Tcg Nennstrom (empfohlener Wert fiir Nennbetrieb)

Ig Emitterstrom

Igno Emitter-Basis-Reststrom bei offenem Kollektor (Ic = 0)

Ie DurchlaBstrom der Inversdiode

T SpitzendurchlaBstrom der Inversdiode

P Gesamtverlustleistung

R Widerstand

Rge Widerstand zwischen Basis und Emitter

Rg Generator-Innenwiderstand

Ry Lastwiderstand

Ry, Wirmewiderstand

Rinja Wiirmewiderstand Sperrschicht-Umgebung

Rinic innerer Wirmewiderstand (Wirmewiderstand Sperr-
schicht-Gehiuse)

Rux Wiirmewiderstand zwischen Kithlblech bzw. Kithlkorper
zur umgebenden Luft

t Zeit

Iy Verzbgerungszeit

& Abfallzeit

Loff Ausschaltzeit

B Einschaltzeit

t, " Anstiegszeit

by Sperrerholzeitder Inversdiode

' Speicherzeit

U Spannung

Uge Basis-Emitter-Spannung

Ukt Basis-Emitter-Sittigungsspannung

Usrycso  Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei offenem
Emitter

Usryceo  Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei offener Basis

Ugrycer  Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung mit cinem Wider-
stand zwischen Basis und Emitter

Ugsryces  Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei kurzgeschlos-
sener Emitterdiode

20



U(Bll) EBO
UCB

Emitter-Basis-Durchbruchspannung bei offenem Kollektor.
l(ollektor-}?asis-Spannung

Kollektor-Basis-Spannung bei offenem Emitter (/¢ = 0)
Kollektor-Emitter-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung bei offener Basis (/5 = 0)

Kollektor-Emitter-Spannung mit einem Widerstand -
zwischen Basis und Emitter

Kollektor-Emitter-Spannung bei kurzgeschlossener
Emitterdiode (Ugg = 0)

Kollcktor-Emitter-Sattigungsspannung
Kollektor-Emitter-Spannung bei gesperrter Emitterdiode
Emitter-Basis-Spannung bei offenem Kollektor (/¢ = 0)
FluBspannung der Inversdiode

Parameter der Leitwert-Matrix (y-Matrix)
Generatorleitwert

KurzschluB-Eingangsleitwert
KurzschluB-Rickwirtssteilheit
KurzschluB-Vorwartssteilheit
KurzschluB-Ausgangsleitwert

Determinante der h-Parameter

Determinante der y-Parameter

Phasenwinkel der y-Parameter

Kreisfrequenz

Temperatur

Break point-Temperatur

Gehausetemperatur

Sperrschichttemperatur

Umgebungstemperatur
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4. Transistordaten

BSY 34

Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor fiir den Einsatz in der Datenverarbei-
tung und als Kerntreiber

Bauform: TO-39 (Bild 12)

Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung Ucgs 60V
Ucgo 40V

Kollektor-Basis-Spannung Ueso 60V

Emitter-Basis-Spannung Ugpo BV

Kollektorstrom Ie 600mA

Basisstrom Iy 200mA

Gesamtverlustleistung P 2,6 W

(9y =45°C)
§perrschichttemperatur ¥ 200°C
Gehéausetemperatur e —65...200°C
P
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Kennwerte (% = 25°C)

Sperrschicht- -
Umgebung

Kennwert Kurz- min, typ. max. Einstellwerte
zeichen
Kollektor-Emitter- U[BR)’ED ®v IC = 10mA
Durchbruchspannung Uggycso 60V Ie = 10uA
Kollektor-Emitter-  Uggyy, 1,0V I = 500mA
Sattigungsspannung Iy 0 mA
Basis-Emitter- Uppanr 1,5V I = 500mA
Séttigungsspannung "Iy = 50mA
Kollektor-Basis-  fo J0nA  Uey = 50V
Reststrom
Kollektor-Basis- hye 25 Ug = 1V
Stromverhiltnis I = 100mA
by 10 Ug = 1V
I = 500mA
Einschaltzeit des tia S0ns I = 500mA
Kollektorstroms Iy, = S0mA
Iy, =-25mA
R 8002
Ausschaltzeit des tot 95ns I = 500mA
Kollektorstroms Iy; = 50mA
' Iy =-23mA
Ry 8002
Ubergangsfrequenz  f . 250MHz " U = 10V
Ie = 30mA
f = 100MHz
Warmewiderstand Ry, 60K/W
Sperrschicht-Gehiuse
- Warmewiderstand Ry 20K/W




SC 206, SC 207

Si-npn-Planar-Transistoren fiir NF-Vor- und Treiberstufen sowie univer-

selle Anwendung
Erzeugnisstandard: TGL 27 141

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13)

Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung Ucso 20V

Kollektor-Basis-Spannung Ucro 15V

Emitter-Basis-Spannung Uggo 5V

Kollektorstrom 100 mA

Basisstrom 10mA

Gesamtverlustleistung . P 200 mW

Sperrschichttemperatur 125°C

Umgebungstemperatur Py —40...100°C

Kennwerte (i, = 25°C)

Kennwert Kurz-  min. typ.  max. Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter-  Ugpyceo 15V I = 10mA

Durchbruchspannung

Emitter-Basis- Uswymio. ' 5V 8 V I = 00ImA

Durchbruchspannung

Kollektor-Basis-  Icmo 0,50A 100 nA Ug = 20V

Reststrom =

Kollektor-Emitter- UCEH( 0,6\" fc = 10mA

Sittigungsspannung, Iy = 1mA

Rauschfaktor Ug = 6V

SC206 F 16 dB 25 dB [ =200uA

SC207 F 56dB 8 dB Rg =508
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Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte

zeichen

Ubergangsfrequenz  fr 300MHz Ug = 6V
Ic  =200uA
f  =100MHz

Wirmewiderstand Ry, 500 K/'w

Sperrschicht-

Umgebung

SC 236, SC 237, SC 238, SC 239

Si-npn-Transistoren fiir den Einsatz in NF-Vor- und Treiberstufen sowie
fiir universelle Anwendungen. SC 239 speziell fiir rauscharme Vor- und
Treiberstufen.

Erzeugnisstandard: TGL 27 147

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13)

Greazwerte

§C236, §C238,5C239 §C237
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo 20V 45V
Kollektor-Basis-Spannung ~ Ucgo KIAY 50V
Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5V
Kollektorstrom I 100mA
Basisstrom . Iy 10mA
Gesamtverlustleistung Py 200mwW
Sperrschichttemperatur- i 125°C
Umgebungstemperatur Py —40...100°C




-

Kennwerte (9, = 25°C)

Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte
zeichen
Kollektor-Emitter-  Ugyceo I = 10mA
Durchbruchspannung
$C 236, SC238, SC239 20V
sc237 45V
Emitter-Basis- / fR— Iy = 00ImA
Durchbruchspannung
8C236, SC238, 5C239 5V
5C237 6V
Kollektor-Basis-  Icso
Reststrom
SC 236, SC 238, SC 239 0,06nA 100nA Usm = 30V
5C237 0,14nA 100nA Ug = 0V
Emitter-Basis- Tancs 0,05nA Ug = 5V
Reststrom
Kollektor-Basis- Ug = 6V
Stromverhaltnis le = 20mA
" by Gruppe ¢ by 110
: d hayg 200
€ hyie 370
f hye 550
Ubergangsfrequenz Uw = 6V
oy -Gruppe ¢ b3 110 MHz Ic = 10mA
d fr 140 MHz f =100MHz
e fr 170 MHz
f fr 200 MHz



Kennwerte(Fortsetzung)

Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte
zeichen
Rauschfaktor Ug = 6V
SC236 F 20 dB I = 02mA
8C237, SC238 F 3,5 dB 8dB R; = 2kQ
f = 1kHz
Af = 100Hz
SC239 F 35 dB 4dB Ug = 6V
I = 02mA
Rg = 2kQ
. f = 003bis
15kHz
Warmewiderstand Ry, 500 K'wW
Sperrschicht-
Umgebung
Vierpolparameter (typische Werte)
Ug=6V,lc=2mA,f=1kHz
| hlle h!k hn: h!k
hy-Gruppe ¢ 2,7k 09-107* 95  94u8
d 2,7k 1,1-107* 200 10,048
e 35k 1,4-10™* 355  123uS
f 59k 22-107 545 - 26,048



SC307,SC308,SC309

Si-pnp-Transistoren fiir den Einsatz in NF-Vor- und Treiberstufen sowie
fiir universelle Anwendungen. SC 309 speziell fiir rauscharme Vor- und
Treiberstufen.

Erzeugnisstandard: TGL 37 871
Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13)

L

Grenzwerte
§C307 SC308,5C309
Kollektor-Emitter-Spannung  — Uggo . 45V 25V
Kollektor-Basis-Spannung, ~ —Ucgo 50V 30V
Emitter-Basis-Spannung —Uggo 6V 5V
Kollektorstiom —Ie 100 mA
Basisstrom ~Iy 50mA
Gesamtverlustleistung Py 250 mW
Sperrschichttemperatur D 150°C
Umgebungstemperatur thy —40...150°C
Kennwerte (¢, = 25°C)
Kennwert Kurz- min. typ. max.  Einstellwerte
zeichen
Kollektor-Emitter- -Ic = 2mA
Durchbruchspannung
SC307 “Upnicao BV
$C 308, SC309 ~Upnyceo 25V
Emitter-Basis- -l = 001A
Durchbruchspannung !
5C307 —Hmiase 6V
SC 308, SC309 =
Kollektor-Basis-
Reststrom
SC307 ~Ieno -1 nA 100nA —Ug= 45V
SC 308, SC309 S 1 nA 100nA -~Ug= 30V
Kollektor-Emitter- —Uggeat 430 mV -l =100mA
Satrigungsspannung -l = 5mA
(impulsméBige
Messung)



Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte

zeichen
Kollektor-Basis- ~Ugg= 6V
Stromverhaltnis =l = 2mA
by -Gruppe ¢ hye 110
d hye | 190
Ubergangsfrequenz U~ 5V
hmﬂmppe < f-r 290 MHz "'fc = 10mA
d fr 340 MHz f = 20MHz
€ b i) 440 MHz
Rauschfaktor —Uege= 6V
: —Ic = 02mA
Rs = 2kQ
$C307,5C308 F 8dB [ = 1kHz.
4f =100Hz
5C309 F 1,2 dB 4dB f = 0,03bis
15kHz
Kurzschlufistrom- —Ueg= 6V
verstirkung 2 -l = 2mA
hy-Gruppe ¢ hy;, 56 120 140 f = 1kHz
d hyy, 112 200 280
e hzu 224 343 560
Wirmewiderstand Ry, S00K/W
Gehause-Umgebung
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SD 168 '
Si-npn-Leistungstransistor fiir den Einsatz in Regelnetzteilen von
Schwarz-WeiB-Fernsehempfiangern

Erzeugnisstandard: TGL 33 555

Bauform: TO-3 (Bild 18)

Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 300 V
Kollektorstrom Ic 3 A
Basisstrom Igym 25A
Gesamtverlustleistung . P 12,5W

- (By=25C) )

Sperrschichttemperatur ¥ 120 °C
Gehausetemperatur de -10...120°C

Kennwerte (9, = 25°C)

Kennwert Kurz- Wert Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter- Iceo 3 mA Ug =300V

Reststrom

Kollektor-Emitter- Ut 30V Ic = 1A

Sattigungsspannung I = 02A

Basis-Emitter- Upgpear 1,5V Ir = 1A

Sattigungsspannung Iy = 02A

Kollektor-Basis- hae T Uge = 5V

Stromverhiiltnis I = 02A

Innerer Runie ZO0KW

Wirmewiderstand
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SD 335, SD 337, SD 339

Si-npn-Transistoren mittlerer Leistung fir allgemeine NF-Anwendung;
Komplementiirtypen zu SD 336, $D 338, 5D 340

Erzeugnisstandard: TGL 39 124

Bauform: dhnlich SOT-32 (Bild 14)

Grenzwerte

§D335 SD337 SD339

Kollektor-Emitter-Spannung  Uggo 45V 60 V 80V
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 45V 60 V 80V

Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5V

Kollektorstrom Ic 1,5A
Iewm 2,0A

Basisstrom Iy 02A

Gesamtverlustleistung P 12,5W

(#c=25°C)
Sperrschichttemperatur ¥ 150 °C
Umgebungstemperatur Py —558...125°C

Km(&;, =25°C)

Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte
zeichen Wert

Kollektor-Emitter- U, (BR)CEQ I C = 50 mA

Durchbruchspannung

$D 335 45V

SD 337 60V

SD 339 80V

Kollektor-Basis-' Uﬂg]m lc = 1mA

Durchbruchspannung

8§D 335 45V '

$D 337 0V

SD 339 80V )

Emitter-Basis- U(gg) 5V I E = lﬂA

Durchbruchspannung

Kollektor-Basis- Iso InA 100 nA Ug = 30V

Reststrom '



Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte -
zeichen Wert
Emitter-Basis- Iepo SnA 10 uA Ugp = 5V
Reslst.rom
Kollektor-Emitter-  Upgggq 200mV 500 mV I =500mA
Sittigungsspannung Iz = 50mA
Basis-Eitter- Ungsar 8§70 mVY I =500mA
Sattigungsspannung Iy = 50mA
Kollektor-Basis- hye Ueg = 2V
Stromverhaltnis I =150mA
Gruppe A 40 65 100
Gruppe B 63 110 160
Gruppe C 00 150 250
Paarungsbedingun-  hye 1.4 Uge = 2V
gen fiir Komplemen- B I =150mA
tiartypen
Ubergangsfrequenz  fy 50 MHz 125 MHz U = 10V
Ie = 50mA _
f = 20MHz
Innerer Ripje 10 K'w
Wirmewiderstand
Wirmewiderstand Ry, 110 K'w

Sperrschicht-
Umgebung
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SD 336, SD 338, SD 340

Si-pnp-Transistoren mittlerer Leistung fiir allgemeine NF-Anwendung;
Komplementirtypen zu SD 335, SD 337, §D 339

Erzeugnisstandard: TGL 39 124

Bauform: ahnlich SOT-32 (Bild 14)

Grenzwerte

§D336 SD338 SD340

Kollektor-Emitter-Spannung  —Ugo 45V 60 V 80V
Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo 45V 60 V 80V

Emitter-Basis-Spannung —Uggo 5V

Kollektorstrom —Ie 15A
~Iene 2,0A

Basisstrom o P 0,ZA

Gesamtverlustleistung f - 12,5W

(P=25°C)
Sperrschichttemperatur 0 150 °C
Umgebungstemperatur ty =55...125°C

Kennwerte (#, = 25°C)

Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte
* zeichen Wert ’
Kollektor-Emitter- —-Uyggycro =Ic = 50mA
Durchbruch-
spannung A
SD336 45V
SD 338 60V
SD 340 80V
Kollektor-Basis-  —Ugggjcno —Ie = ImA
Durchbruch-
spannung
SD336 45V
SD338 60V
SD340 80V
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Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte

zeichen Wert
Emitter-Basis- =Umryeso 5V -lg = 1lpA
Durchbruch-
spannung
Kollektor-Basis- —Icso InA 100 pA -Um= NV
Reststrom
Emitter-Basis- —Ipno SnA 10 wA -Ug= 5V
Reststrom
 Kollektor-Emitter- —Uggey 280mV 500 mV —Ic =500mA
Sittigungsspannung -l = S0mA
Basis-Emitter- =~ —Uppua 930 mV —Ic =500mA
Siittigungsspannung -l = 50mA
 Kollektor-Basis-  hyg ~Ug= 2V
Stromverhiltnis ’ —I. =150mA
Gruppe A 40 75 100
Gruppe B 63 115 160
Gruppe C 100 140 250
Paarungsbedingun- hyg, 1.4 —Ug= 2V
gen fiir Komplemen-y,  * —I. =150mA
tirtypen
Ubergangsfrequenz fr 75MHz 210MHz ~Uge= 10V
—lc = 50mA
f = 20MHz
Innerer Ripnye 10 K'w
Wirmewiderstand
Wirmewiderstand Ry, 110 K'w
Sperrschicht-
Umgebung
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SD 345, SD 347, SD 349

Si-npn-Leistungstransistoren fiir allgemeine NF:Anwendungen; Kom-
plementirtypen zu SD 346, SD 348, SD 350

Erzeugnisstandard: TGL 39 125
Bauform: ahnlich SOT-32 (Bild 14)

Grenzwerte
SD345 SD347 SD349

Kollektor-Emitter-Spannung  Ucgo 45V 60V 80V
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 45V 60V 80V
Emitter-Basis-Spannung Uggpo 5V
Kollektorstrom Ie. 3A

T 6A
Basisstrom y Iy 1A

- Gesamtverlustleistung Pu 2ow !
(9c=25°C) o
Sperrschichttemperatur B 150°C
Umgebungstemperatur dy —55...125°C
Kennwerte (3, = 25°C)
Kennwert Kurz- min.  typ. max. Einstellwerte
zeichen Wert

Kollektor-Emitter- Uggyceo Ic =100mA
Durchbruch- "
spannung
SD 345 4435V
SD 347 60V
3D 349 80V
Kollektor-Basis-  Ugp)cao Ic = 1mA
Durchbruch-
spannung
SD 345 45V
SD347 60V
SD349 80V
Emitter-Basis- Ugnyeso 5V I = 1uA
Durchbruch-
spannung
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Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte
zeichen Wert

Reststrom

Kollektor-Basiss  Io 05uA 50 pA Ug = 30V

Reststrom  *

Emitter-Basis- Iepo 1 nA 10 uA Ug = 5V

Reststrom

Kollektor-Emitter- Ucgen 250 mV 1000 mV I, = 2A

Sattigungsspannung Is = 02A

Basis-Emitter- Uppan 1,1V 15V Ik = 2A

Sattigungsspannung L = 02A

Kollektor-Basis-  hye 25 95 Ug= 2V

Stromverhiiltnis I = 2A

Paanmgﬁhedmgun— ]‘-2151 14 U(I = 2V

gen fiir Komplemen- s Ie =500mA

tirtypen

Ubergangsfrequenz fr 60MHz 110 MHz Ug = 10OV
I =200mA
f = 20MHz

Innerer Ripic 625 K/'W

Wiirmewiderstand .

Wirmewiderstand Ry, 100 KW

Sperrschicht-

Umgebung
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SD 346, SD 348, SD 350

i-pnp-Leistungstransistoren fiir allgemeine NF-Anwendungen; Kom-
plementirtypen zu SD 345, SD 347, SD 349

Erzeugnisstandard: TGL 39 125
Bauform: ahnlich SOT-32 (Bild 14)

Grenzwerte
SD346  SD348  SD350

Kollektor-Emitter-Spannung  —Ucge 45V 60V 80V
Kollektor-Basis-Spannung —Ucpgo 45V 60V 80V
Emitter-Basis-Spannung —Ugpo 5V
Kollektorstrom =Ic 3A

Iy 6A
Basisstrom —Ig 1A
Gesamtverlustleistung P 20W

(9= 25°C)
Sperrschichttemperatur ¥ 150°C
Umgebungstemperatur P =55 125°C
Kennwerte (1, = 25°C)’
Kennwert Kurz- min.  typ. max., Einstellwerte
’ zeichen Wert

Kollektor- — Upryceo =Ic =100mA
Emitier-Durch-
bruchspannung
SO 346 45V
SD 348 60V
SD 350 80V
Kollektor-Basis- —Uigg)cno ‘ I = 1mA
Durchbruch-
spannung
SD 346 45V
SD 348 60V
SD 350 80V
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zeichen Wert

Emitter-Basis- —Uggyeso 5V =g = 1luA

Durchbruch-

spannung

Kollektor- —’.(m ﬂ.lpA IM = Um == Um

Emitter-

Reststrom’

Kollektor-Basis- —Icgo 16uA 100 A ~Ug= W0V

Reststrom

Emitter-Basis- —lggo 1nA 10puA ~Ug= 5V

Reststrom E

Kollektor- —Ucgen 300mV 1000mV = = 2A

Emitter- - . —.'. = 02A

Siittigungs- e

spannung g

Basis-Emitter- —Upgen 1,0V 15V =l = 2A

Séttigungs- -y = 02A

spannung

Kolléktor-Basis- hyp 25 60 U= 2V

Stromverhiéltnis =i = 2A

Paarungsbedin-  hy;g, 14 —Ueg= 2V

gungen fir Kom- e —Ic =500mA

plementirtypen

Ubergangs- ) 2 60 MHz 120 MHz —Ug= 10V

frequenz ; ; —Ie =200mA
f = 20MHz

Innerer Warme- Ry 6,25 K/'W

widerstand

Wirmewiderstand Ry, . 100 K/W

Sperrschicht-

Umgebung ‘
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SF 126, SF 127, SF 128, SF 129

Si-npn-Transistoren fiir den Einsatz als mittelschnelle Schalter und in

Breitbandverstirkern
Erzeugnisstandard: TGL 200-8439
Bauform: TO-39 (Bild 12)

Grenzwerte

SF126 SFI127 SF128 SF129

Kollektor-Basis-Spannung Ucgo

20V 30V 60V 80V
33V 66V 10V 120V

Emitter-Basis-Spannung Usno 1A%
Kollektorstrom Ic 500 mA
Iou 1A
Basisstrom K 250 mA
Gesamtverlustleistung Py 600 mW
(By=25°C)
Sperrschichttemperatur % 175°C
Umgebungstemperatur oy —40...125°C
Kemnwerte (3 = 25°C)
Kennwert Kurz- min.  typ. max. Einstellwerte
zeichen Wert
Kollektor-Emitter-  Ugaycso I. = SOmA
Durchbruchspannung
SFI126 20V
SF127 0V
SFi28 60V
SFI129 80V MV
Reststrom g
SF126,8F127, 100nA
SFi128
SF129 1xA
Emitter-Basis- Ieno 23nA 1pA Ugp = 7V

Reststromi
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Kennwert Kurz-  min.  typ. max. Einstellwerte

zeichen Wert
Kollektor-Emitter-  Uggey ' 05V I =150mA
Siittigungsspannung Iy = 15mA
Ubergangsfrequenz  fy 60 MHz Ueg = 10V
Ic = 10mA
f = 15MHz
Kollektor-Basis- hyye Ug = 2V
Stromverhiltnis Ie = 50mA
Gruppe B 28 56 71
Gruppe C 56 100 140
GruppeD ™ 112 200 280
Gruppe E 224 270 560 .
GruppeF - 450 516 1120
Innerer ) 60K/W
Wirmewiderstand
Wirmewiderstand Ry, 250 K/W
Sperrschicht-
Umgebung
SF 131, SF 132

Si-npn-Transistoren fiir Breitband-, NF- und HF-Verstarker sowie fiir
schnellen Schaltbetrieb

Erzeugnisstandard: TGL 200-8399

Bauform: A3/15nach TGL 11 811 (Bild 15)
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Grenzwerte

SF131 SF132
Kollektor-Emitter-Spannung ~ Ucgo 12V 15v
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 2V 40V
Emitter-Basis-Spannung Ugso 5V
Kollektorstrom I 50mA
Basisstrom In 10mA
Gesamtverlustleistung P 300 mW
(%, =25°C)
Sperrschichttemperatur 0 175°C
Umgebungstemperatur Py —40...125°C
Kennwerte (¢, = 25°C)
Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte
zeichen ;
Kollektor-Emitter-  Uggycro Io = 10mA
Durchbruchspannung
SFI131 12v 2V
SF132 15V 3V
Kollektor-Basis-  Iogo InA  100nA  Usp = Uepo
Reststrom
Emitter-Basis- Teno TnA 100nA Ugy = 5V
Reststrom
Kollektor-Emitter-  Ugpey 025V 05V | I. = 10mA
Sattigungsspannung )I' Iz = 1mA
Ubergangsfrequenz  fr Ug = 10V
SF131 200MHz 330 MHz I = 10mA
SF132 200MHz 270 MHz i f =100 MHz
Warmewiderstand Ry, 500 K/W
Sperrschicht-
Umgebung
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SF 136, SF 137
Si-npn-Transistoren fiir HF-Verstarker und allgemeine Anwendungen

Erzeugnisstandard: TGL 200-8140
Bauform: A3/15nach TGL 11 811 (Bild 15)

Kennwerte (¥, = 25°C)

Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte

Kollektor-Emitter- Umnm Ic = 10mA

Durchbruchspannung

SF136 PAY 45V

SF137 20V sov

Kollcktor-Basis- Icso 100nA Ug = Ums

Reststrom .

Emitter-Basis- ) SO 0,4nA 100nA Ug = SV

Reststrom . s

Kollektor-Emitter-  Ugp OmV 300mV Ic =150mA

Séattigungsspannung Iy = 1mA

Ubergangsfrequenz  fr 300MHz 500 MHz Ug = 10V
Ic = 10mA
f =100MHz

Innerer " Ry 150 K'w

W id y

Wirmewiderstand Ry, / 500 K/'W

Sperrschicht-

Umgebung
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) SF136 SF137
Kollektor-Emitter-Spannung ~ Ucgo 12V 20V
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20V 40V
Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5V
Kollektorstrom Ie 200 mA
Basisstrom Iy 20mA
Gesamtverlustleistung P 300 mW

(9y=25°C) _ -
Sperrschichttemperatur W 175°C
Umgebungstemperatur fy —40...125°C
SD 600, SD 601, SD 602

Si-npn-Leistungstransistoren fiir den Einsatz in Regelnetzteilen
Erzeugnisstandard: GWS-§725.1
Bauform: TO-3 (Bild 18)

Grenzwerte . ~
SD601  SD600/ISD 602

Kollektor-Emitter-Spannung ~ Uggs 60V 120V

Usso 50V 80V
Kollektorstrom I 3A
Basisstrom Tam 1A
Gesamtverlustleistung P 10W

(9 =80°C)

Sperrschichttemperatur & 125°C
Gehiusetemperatur e -25...100°C
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Kennwerte (&, = 25°C)

. Kennwert Kurz- SD 600 SD601/ Einstellwerte
zeichen 5D 602 i
Emitter-Basis- Ugyeso 3.0V 40V Iy =001mA
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Ices 0,5mA 02mA" Ug =120V
Reststrom 02mA  Ug= 60V
Kollektor-Emitter- Ucgsa 15V Ir = 1A
Sattigungsspannung Iy = 02A
1,0V Ir = 1A
Iy = 01A
Basis-Emitter- Uggsar 15V Ie = 1A
Sattigungsspannung L = 02A
1,0V Ic = 1A
! g - 0.1 A
Kollektor-Basis- hye 15 Ug = 10V
Stromverhiltnis I = 1A
20 UCE = 6v
Ie = 1A
Ubergangsfrequenz fr 2MHz Ug= 5V
Ic = 01A
Innerer Ripje 4 5K/W
Wirmewiderstand
") nur §D 602



SD 802

Si-npn-Leistungstransistor fiir Regelnetzteile
Erzeugnisstandard: GWS-S 725.2

Bauform: TO-3 (Bild 18)

Grenzwerte
Kollektor-Emitter-Spannung Ucks 150 VvV
Kollektorstrom Ic 5,0A

Tem T5A
Basisstrom Iy 2,0A

Igm 25A
Gesamtverlustleistung Py 50W

(%y=25°C)
Sperrschichttemperatur ¥, 150 °C
Gehiusetemperatur e —25...100°C
Kennwerte (J; = 25°C)
Kennwert Kurz- Wert Einstellwerte
zeichen
Emitter-Basis- I U{BR)EE»O 5,0V Ig = 001A
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Teps 3,0mA Ueg =150V
Reststrom
Kollektor-Emitter- Ucg 2,5V Icr = 1A
Sittigungsspannung Ik = 01A
Basis-Emitter- Vot 15V L = LA
Siittigungsspannung Iy = 0]1A
Kollektor-Basis- hoye 15 U = 10V
Stromverhiiltnis Ic = 2A
Ubergangsfrequenz Fr- 1,5MHz U = 5V
Ir = 01A

Innerer Rupje 25KW
Wirmewiderstand
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SD 812

Sn-npn -Leistungstransistor fiir den Einsatz in Battenczundnnlagenm

einer Darlingtonschaltung
Erzeugnisstandard: GWS-§725.3
Bauform: TO-3
Grenzwerte
Kollektor-Emitter-Spannung
(Rpg = 1002) Ucer 500 VvV

Ucvo 200 V
Emitter-Basis-Spannung Ugno 5,0V
Kollektorstrom ) 40A

I 6,0A
Basisstrom Iy . 2,0A

) 25A
Gesamtverlustleistung P 50w
. @c=25%)
Sperrschichttemperatur 9 150°C
Gehiusetemperatur Oc —40...85°C
Keanwerte (¢, = 25°C)
Kennwert * Kurz- " Wert Einstellwerte

zeichen d

Emitter-Basis- Um} S,BV IB = 0,01 A
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- 7 e 50mA Uce =500V
Reststrom
Sattigungsspanoung Is = 02A
Basis-Emitter- Ut 12V Ie = 32A
Séttigungsspannung Iy = 08A
Innerer R 25KwW
Wirmewiderstand




SF 016, SF 018

Si-pnp-HF-Transistor fiir allgemeine Anwendung
Erzeugnisstandard: HWF-S 724,25

Bauform: TO-39 (Bild 12)

Kennwerte (¥, = 25°C)

SF016 50 MHz
SFOI8 60 MHz

Kennwert Kurz- min. max. Einstellwerte
zeichen
- Kollektor-Emitter- = Um,m 45V _IC = 10mA
* Durchbruchspannung
Kollektor-Basis- —Icno 100nA —Umo = 60V
Reststrom
Emitter-Basis- —Igno 1,0uA ~Upgy = SV
Reststrom
Kollektor-Emitter- = Uggey, 0,5V et [ = 150mA
Sittigungsspannung —Ig = 15mA
M‘Emimr' = Ugh 1.3 v —Ic = 150 mA
. Sattigungsspannung | =Iy = 15mA
Kollektor-Basis- hue =l = 10mA
Stromverhaltnis U = 10V
SFOl6 28 140
SFoI8 112 280
‘chrgangxfrq:quenz fr . Uz = 10V
=l = S0mA
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Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom
Gesamtverlustleistung
(9y =25°C)
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur

~Ucro

45V
5V
5V
600 mA
1A
100 mA
600 mW

" 175°C
~40...125°C

SF 116, SF 117, SF 018, SF 119

Si-pnp-Transistoren fiir den Einsatz als mittelschnelle Schalter und in

Breitbandverstirkern

Erzeugnisstandard: TGL 39 001

Bauform: TO-39 (Bild 12)

Grenzwerte

SF116 SF117 SF118 SFI119

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom -

Gesamtverlustleistung
(#hy; =25°C)

Sperrschichttemperatur

) UCEO
=Ucso
= UEBD
-1 fo

20V 30V 60V B0V
20V 30V 60V B0V
5v
500mA
1A
250mA
600 mW

Y 200°C
—40...125°C

Umgebungstemperatur
= :



Kennwerte (¥, = 25°C)

Kurz-
zeichen

Kennwert

min.

Einstellwerte

Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung
SF116

SF117

SF118

SF119

—Ugryceo

Kollektor-Basis-
Reststrom
SF116,5F117,5F118
SF119

—Icpo

Emitter-Basis-
Reststrom

=lepo

Kollektor-Emitter-
Sittigungsspannung

_'UCEH

Ubergangsfrequenz  fi

Kollektor-Basis-

Stromverhiltnis
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E

hzu:

Innerer
Wirmewiderstand

R thjc

Warmewiderstand
Sperrschicht-
Umgebung

20V
0V
60V
80V

100 nA
60nA
1,0uA

0,5V

60MHz

56
112
224

290 K/W

_fc = 0mA

5V

=150mA
= 15mA

= 10V
10mA
= 15MHz

2V
S50mA

J
@
|

_L 1
e

q

o

-
|

|
a
[




SF121, SF 122, SF 123

Si-npn-Transistoren fiir Breitband-, NF-undHF-Vemirkerunda.ls

mittelschnelle Schalter

Erzeugnisstandard: TGL 200-8419

Bauform: TO-39 (Bild 12)

Kennwerte (= 25°C)

Kennwert Kurz-  min. typ. max.  Einstellwerte
¢ zeichen -

Kollektor-Emitter-  Ugggyceo Ic =50mA
Durchbruchspannung

SFi21 2V 33V

SFi122 K AY 67V

SF123 40V 62V

Kollektor-Basis- f 1pA Ug =Ugso
Reststrom

Emitter-Basis- Ieso 1,2nA 1uA Ugg = S5V
Reststrom -

Kollektor-Emitter- Ugg 0,25V 1V I =50mA
Sattigungsspannung Iy = SmA
Ubergangsfrequenz  fr 60MHz 110 MHz U =10V

Ic =10mA
f =I13MHz

Innerer Rynje 60K/W
-Wirmewiderstand

Wirmewiderstand Ry, 250 K/wW

Sperrschicht-

Umgebung
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Grenzwerte

SFI21

SF122  SFI23

Kollektor-Emitter-Spannung Uggo

(R=10Q) Ucer
Kollektor-Basis-Spannung Ueno
Emitter-Basis-Spannung Ugio
Kollektorstrom Ic

- £
Basisstrom Iy
Gesamtverlustleistung Pea

(By=25°C)
Sperrschichttemperatur ]
Umgebungstemperatur Oy

20V
20V
20V

30V 40V
BV 66V
33V 66V
5V

100 mA

300 mA
50mA

600 mW

175°C
—40...125°C

SF 150

Si-npn-Transistor fiir den Einsatz in Video-Endstufen”

Erzeugnisstandard: TGL 25916
Bauform: TO-39 (Bild 12)

Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung Ucer 160V
(Rge = 1kQ)

Kollektor-Basis-Spannung Ugso 160V

Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5V

Kollektorstrom Ic 50mA

Basisstrom Iy 10mA

Gesamtverlustleistung Py 680 mW
(Py=25°C)

Sperrschichttemperatur 9 175°C

Umgebungstemperatur iy —40...125°C

51



Kennwerte (#, = 25°C)

Kennwert Kurz- min, max. Einstellwerte
zeichen
Kollektor-Emitter- U(BR}CEO 140 vV Ic = SmA
Durchbruchspannung Rpe = 35k&
160V I. = 10uA
Rge = 1kQ
Basis-Emitter- Usmeso SV I. = 1000A
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis- Icso 100nA Ug =140V
Reststrom
Ubergangsfrequenz ~ fr 80 MHz Uge = 10V
' Ir = 10mA
f = S0MHz
Innerer Runje A0 K/W
Wirmewiderstand '
Wirmewiderstand Ripja 220 K/'W
Sperrschicht-
Umgebung i
SF 215, SF 216

Si-npn-Transistoren fiir analoge Anwcnﬁungcn in HF-Verstiarkern und
HF-Oszillatoren bis 100MHz
Erzeugnisstandard: TGL 26 819

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13)
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Grenzwerte

SF215 SF216
Kollektor-Emitter-Spannung ~ Ucgo 15V 20V
Kollektor-Basis-Spannung Ucno 20V 40V
‘Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5V
Kollektorstrom Ic 100 mA
Basisstrom Iy 10mA
Gesamtverlustleistung P 200 mW
(By=25°C)
Sperrschichttemperatur ¥ 125°C
Umgebungstemperatur Dy —40...100°C
Kennwerte (&, = 25°C)
Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter-  Ugg)cro I = 10mA
Durchbruchspannung
SF215 15V
SF216 20V
Emitter-Basis- Uw RIEBO 5V 59V IE = lolluﬁ
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis-  Ieyo Ui = Ui
Reststrom
SF215 InA 100nA
SF216 104A
Ubergangsfrequenz  f; 100MHz 400 MHz Ug = 10V

!C =_-5mA

f =100MHz

Warmewiderstand R,
Sperrschicht-
Umgebung

S00K/W
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SF 225 : i
Si-npo-Transistoren fiir HF-Verstirker, LMK-, Vor- und
ZF-Stufen

Erzeugnisstandard: TGL 27 145
Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 16)

Kesmwerte (¥, = 25°C) &

Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte
zeichen

Koliektor-Emitter-  Uggycso 25V 9V Ic = 1mA

Durchbruchspannung

Emitter-Basis- Upmyeno 4V 62V I = 10pA

Durchbruchspannung ;

Kollcktor-Basis-  Iso 2nA 0SuA  Ucy = 40V

Reststrom

Emitter-Basis- Iepo 1,67nA Ugg = 4V

Reststrom

Kollektor-Basis- hye 40 2 Ueg = 10V

Stromverhiltnis le = 1mA

Rauschfaktor F 1,7dB 5dB Ug = 10V
Ic. = 1mA
f =200kHz
Ro =30002

Grenzfrequenz fr 500 MHz Ugg = 10V
I = 1mA
f =100MHz

Wiarmewiderstand Ry, S00 KW

Sperrschicht-

Umgebung




Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 25V
Kollektor-Basis-Spannung Ucso WOV
Emitter-Basis-Spannung Ugso 4V
Kollektorstrom Ie 25mA
Gesamtverlustleistung Puy 200 mW

(P =25°C)
Sperrschichttemperatur L 125°C
Umgebungstemperatur . 9y —40...100°C
SF 235 -

Si-npn-Transistor fiir HF-Verstirker und UKW-Vorstufen

Erzeugnisstandard: TGL 27 142
Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13)

Grenzwerte
Kollektor-Emitter-Spannung Uco
Kollektor-Basis-Spannung Ucso
Emitter-Basis-Spannung Ugso
Kollektorstrom Ic
Gesamtverlustleistung P
(%y=25°C)
Sperrschichttemperatur W

Umgebungstemperatur Py

3V

- 4V

4V
25mA
200mW

125°C
—40...100°C"
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Kennwerte (¥, = 25°C)

Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter- U[!R}CE.O 25V v !f_‘ = |1mA

Durchbruchspannung

Emitter-Basis- Upnyeso 4V S8V I. = 10uA

Durchbruchspannung

Kollektor-Basis- Ieno 0,04nA 500nA Ug = 4V

Reststrom

Basisstrom Is 15pA 3[5uA Uy = 10V
Jc = 1mA -

Rauschfaktor F 23dB  4dB U = 10V
Ic = 1mA
f  =100MHz

: Ys =(5-j3,3)mS

Ubergangsfrequenz  fr 400 MHz Ueg = 10V
I = 1mA
f =100MHz

Wirmewiderstand Ry, 500 K/'w

Sperrschicht-

Umgebung

SF 240

Si-npn-Transistor fiir den Einsatz in geregelten Fernseh-ZF-Verstirker-
stufen :

Erzeugnisstandard: TGL 2434

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 16)
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Grenzwerte .

Kollektor-Emitter-Spannung Ueeo 30V

Kollektor-Basis-Spannung Uepo 40V

Emitter-Basis-Spannung Uggo 4V

Kollektorstrom Ic 25mA

Gesamtverlustleistung Pt 160 mW

(By=25°C)

Sperrschichttemperatur R/ 125°C

Umgebungstemperatur thy —40...100°C

Kennwerte (#, = 25°C)

Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte

zeichen

Kollektor-Emitter-  Uggycgo 30V 71V Ir = 1mA

Durchbruchspannung ’

Emitter-Basis- U(ggjm 4V 57V g = IO#A

Durchbruchspannung

Kollektor-Basis-  Icpo 05nA  05uA Uy = 40V

Reststrom

Kollektor-Basis- hye 30 67 150 U = 10V

Stromverhaltnis Ic = 4mA

Rauschfaktor F 3,0dB Ug = 10V
Ig_- = 4 mA

B f = 36MH:z

RG = 400 1o

Ubergangsfrequenz  fr 450 MHz Ueg = 10V
I = -4mA
f  =100MHz

Warmewiderstand Ry, 600 K/W

Sperrschicht-

Umgebung
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SF 245 .

Si-npo-Transistor filr den Einsatz in nicht geregelten Fernseh-ZF-Ver-
starkerstufen

Erzeugnisstandard: TGL 24 726

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 16)

Kennwerte (¥ = 25°C)

Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte
zeichen
Kollektor-Emitter- Ugpycso 25V 35V Ie = 1mA
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- Upmyezo 4V 59V Ig = 10uA
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis- Iso InA S500nA Ug = 90V
Reststrom
Kollektor-Basis- b 38 93 Ug = 10V
Stromverhdltnis Ie = TmA
Rauschfaktor F 2,1dB Uge = 10V
Ie = 2mA
f =100MHz
Y =(50-j6,6)mS
Ubergangsfrequenz  fr 780 MHz Ug = 10V
2 Ic = TmA
f =100MHz
Wirmewiderstand Ry S00K/W
Sperrschicht-
Umgebung
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Kollektor-Emitter-Spannung Ucro 5V

Kollektor-Basis-Spannung Ucso 0V

Emitter-Basis-Spannung Ugso 4V

Kollektorstrom I 25mA

Gesamtverlustleistung P 200 mW
(dy=25°C)

Sperrschichttemperatur ¥ 125°C

Umgebungstemperatur Py —40...100°C

-
SF 357, SF 358, SF 359

Si-npn-Transistoren fiir Video-Endstufen in Schwarz-Wei- und Farb-
fermehempﬁngem NF-Endstufen mit hoher Speisespannung und fur
Treiberstufen in Horizontalablenkschaltungen

Erzeugnisstandard: TGL 32 651
Bauform: ahnlich SOT-32 (Bild 14)

Gremzwerte

SF357 SF358  SF359
Kollektor-Emitter-Spannung  Ugcgg 160V 250v 300V
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 160V 250V 300V
Emitter-Basis-Spannung Uggo .5V
Kollektorstrom Ic 100 mA
Basisstrom Iy 50 mA
Gesamtverlustleistung P 6W

(8c=90°C)

Sperrschichttemperatur B 150°C

Umgebungstemperatur By —40...125°C
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Kennwerte (% = 25°C)

Kennwert Kurz- min.  typ. max.  Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter-  Uggyceo I
Durchbruchspannung

SF357 160V

SF358 250V

SF359 30V

10mA

Kollektor-Basis- Icso

Reststrom »

SF357 Ueg =100V
SF358 25nA  50nA Ug =200V
SF359 Ucy =250V

Emitter-Basis- Teso InA 50nA U = 3V
Reststrom

Kollektor-Emitter-  Uggea WmV 1V I = 30mA
Sattigungsspannung Iy = 6mA

Kollektor-Basis- hye 25 35 Ug = 10V
Stromverhiltnis Ie = 30mA

Innerer Ripje 10K/W
Wiirmewiderstand

Wirmewiderstand Ry, 104 K/'w
Sperrschicht-
Umgebung

SF 369

Si-npn-Transistor fiir leistungssparende Video-Endstufen in Fernseh-
empféngern

Erzeugnisstandard: TGL 38 021

Bauform: #hnlich SOT-32 (Bild 14)
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Grenzwerte
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo 250V
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 250V
Emitter-Basis-Spannung Uggo 5V
Kollektorstrom Ic 30mA

,CM 100 mA
Gesamtverlustleistung Py 22W

(0 =110°C)
Sperrschichttemperatur L 150°C
Umgebungstemperatur dy —40...125°C
Kennwerte (¢, = 25°C)
Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte
‘ zeichen
Kollektor-Emitter- U(BR)CE.D 250V J'(_‘ = 2 9 MA
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis- ’U[Bﬂl CBO 250V Ic = 10 FA
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- Upnjeso SV Ip = 10uA
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis- Ieno 50nA Ueg =200V
Reststrom
Kollektor-Basis- hye 50 Ug = 10V
Stromverhiltnis I = 30mA
Ubergangsfrequenz  f; 60 MHz Ug = 10V
f = 20MHz

Innerer Ripje 20K/W
Wirmewiderstand '
Wirmewiderstand Ry, 104 K/'W
Sperrschicht-
Umgebung
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SF 816, SF 817, SF 818, SF 819

Si-pnp-HF-Transistoren fiir Breitbandverstarker und schnelle Schalter

Erzeugnisstandard: TGL 43 386
Bauform: SOT-54 (Bild 17)

Kemnwerte (¥, = 25°C)
Keanwert Kurz- min. max. Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter- —Umg)ceo -l = 10mA

Durchbruchspanaung

SF8I6 20V

SF817 0V

SF8I8 60V

SF819 0V

Kollektor-Basis-  —Ino 100nA —Ueg = —Ucno

Reststrom

Emitter-Basis- Ieno 1uA —Ugg= 35V

Reststrom

Kollektor-Emitter- —Um 05V —fc = 150mA

Séttigungsspannung s 4 Iy = 15mA

Ubergangsfrequenz  f; 60MHz C ~Ug= 10V
f = 15MHz

Wirmewiderstand Ry, 170K/W

Sperrschicht-

Umgebung




SF816 SF817 SF818 SF819

Kollektor-Emitter-Spannung  —Uggo 20V 30V 60V 80V
Kollektor-Basis-Spannung ~Ucpo 2V 30V 60V 80V
Kollektorstrom —Ie 500 mA

- =Iom 1000 mA
Basisstrom —Ig 250mA
Gesamtverlustleistung Pt 735 mW

(¥y =25°C)

Sperrschichttemperatur % 150°C
Umgebungstemperatur b —40...125°C
SF 826, SF 827, SF 828, SF 829

Si-npn-HF-Transistoren fiir Breitbandverstirker und mittelschnelle
Schalter

Erzeugnisstandard: TGL 43 386

Bauform: SOT-54 (Bild 17)

Grenzwerte
SF826 SF827 SF828 SF829

Kollektor-Emitter-Spannung  Uego 20V 30V 60V 80V
Kollektor-Basis-Spannung Ueno 33V 66V 100V 120V
Kollektorstrom Ic S00mA

" Iem 1000 mA
Basisstrom Iy 250 mA
Gesamtverlustleistung o P 735mW

(ty=25°C)

Sperrschichttemperatur D) 150°C

Umgebungstemperatur Py —40...125°C




Kennwerte (¢, = 25°C)

Kennwert Kurz- min. typ.  max. Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter- U{BR}CEO fc = 10mA

Durchbruchspannung

SF826 20V

SF827 v

SF828 60V

SF829 80V

Kollektor-Basis- Icpo Ueg =Ucno

Reststrom

SF826,SF827, 100nA

SF828

SF829 ImA

Emitter-Basis- Iepe IuA Ug = 7V

Reststrom

Kollektor-Emitter-  Uggn 05V I =150mA

Séttigungsspannung L = 15mA

Ubergangsfrequenz  fr 60MHz Ug = 10V
I. = 10mA
f = 15MHz

Wirmewiderstand Ry, 170 K/W

Sperrschicht- ;

Umgebung

rd

SS 106, SS 108, SS 109

Si-npn-Transistoren fiir Logikschaltungen

Erzeugnisstandard: TGL 27 144

Bauform: A3/15 nach TGL 11 811 (Bild 15)
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Grenzwerte

58106 55108 S§S5109

Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo 15V -~

Kollektor-Basis-Spannung Ucso 25V 40V 20V

Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5V

Kollektorstrom Ic 200mA

Gesamtverlustleistung P 300 mW

(B, =25°C)

Sperrschichttemperatur % 170°C

Umgebungstemperatur Py —40...125°C

Kennwerte (3 = 25°C) !

Kennwert Kurz- min.  typ. max. Einstellwerte

' zeichen

Kollektor-Emitter- Umn,cgg 15V ’C = 10mA

Durchbruchspannung

Emitter-Basis- Ut“]m 5V Ig = lO_uA

Durchbruchspannung

Kollektor-Basis-  Icpo WA Ugy = 20V

Reststrom

Kollektor-Emitter-  Uggy 05V I =100mA

Sétigungsspannung , Iy = 10mA

Einschaltzeit des Ton 40ns I = 10mA

Kollektorstroms Iyy = 3mA
—Iyp; = 1,5mA

‘RE_ = 2702

Ausschaltzeit des Totr 75ns I = 10mA

Kollektorstroms Iyy = 3mA
Iy = 15mA

R, =202

Innerer Ripjc 150 K'w

Warmewiderstand =

Wiarmewiderstand Ry, SOOK/W

Sperrschicht-Umgebung
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S8 125, SS 126

Si-npn-Transistoren fiir den Einsatz als Schalter in der Datenverarbei-
tungstechnik

Erzeugnisstandard: HFO-F 7224.24

Bauform: TO-39 (Bild 12) .

-Kennwerte (#; = 25°C)

Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter- U{BR}U!D lc = S0mA

Durchbruchspannung »

55125 5V

§5126 50V

Kollektor-Basis- Ieso

Reststrom '

885125 25nA Ug = 20V

55126 25nA U = WOV

Kollektor-Emitter-  Uggyy 0,5V Iz =40mA

Siittigungsspannung Iy = 40mA

Ubergangsfrequenz  fr 30MHz Ug = 10V
Ic = S0mA
f = 15MHz

Innerer Ruvje 60 K/W

Warmewiderstand

Wiarmewiderstand Ry, 250 K'w

Sperrschicht- -

Uingebung



Grenzwerte

§5125 85126

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo ] 25V S50V
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 30V 60V
Emitter-Basis-Spannung Ugro 5V
Kollektorstrom Io 500mA

- Iom 1A
Basisstrom In . 250mA
Gesamtverlustleistung P 600 mW

(9y=25°C)

Sperrschichttemperatur U 175°C
Umgebungstemperatur Py -40...125°C

SS 200, SS 201, SS 202

Si-npn-Transistoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigerohren
Erzeugnisstandard: TGL 27 143 )

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13)

Grenzwerte
58200 §5201 $5202
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgy 0V 100V 120V
(Upe==1V)
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 70V 100V 120V
Emitter-Basis-Spannung Ugpo BEAY
Kollektorstrom Ic 30mA
Basisstrom Iy 10mA -~
Gesamtverlustleistung Py . 150 mW
(%y=25°C)
-'Sperrschichttemperatur % 100°C
Umgebungstemperatur y, —40...85°C

67



Kemnwerte (¢ = 25°C)

Kennwert Kurz- min.  typ. max.  Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter- ICBO lﬂA UCE = UI:E\I'

Reststrom * i ~Ugg = 1V

Emitter-Basis- Iepo 100nA U = 5V

Reststrom .

Kollektor-Emitter-  Ugpy, 0,6V I = ImA

Sattigungsspannung Iz =31pA
Kollektor-Basis- hyye ‘32 U = 3V

Stromverhiltnis Ic =10mA

Wirmewiderstand Ry, 500 K/w

Sperrschicht-

Umgebung

SS 216, SS 218, SS 219

Si-npn-Transistoren fiir digitale Anwendungen
Erzeugnisstandard: TGL 26 818
Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13)

Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15V

Koliektor-Basis-Spannung Uepo 20V

Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5V

Kollektorstrom Ic 100 mA

Basisstrom Iy 20mA

Gesamtverlustleistung Pt 200 mW
(By=25°C)

Sperrschichttemperatur i 125°C

Umgebungstemperatur By —40...100°C
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Kennwerte (&, = 25°C)

Sperrschicht-
Umgebung

Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte
zeichen

‘Kollektor-Emitter-  Uggyceo 15V 25V Ie = 10mA
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- Upryeso S5V I = 10pA
Durchbruchspannung
Kollektor-Basis- Icpo 7,5nA 100nA Ueg = 20V
Reststrom
Kollektor-Emitter-  Ugpyy 0zZV 0,45V Ie = 30mA
Sittigungsspannung Ig = 13mA
Einschaltzeit des fon Ie = 10mA
Kollektorstroms Isy = 3mA
58216 ‘22ns  100ms ~Ig; = 1mA
§5218 20ns 35ns R, =270Q
55219 13ns 35ns
Ausschaltzeit des Loy I = 10mA
Kollektorstroms Is;y = 3mA
§5216 280ns 500 ns -l = 1ImA
332{8 40ns 60ns R, =202
§$219 24ns 30ns
Ubergangsfrequenz  fr 350 MHz Ueg' = 10V

. fc = S5mA

i f =100MHz

Warmewiderstand Ry, 500 K/W




SSY20

Si-npn-Transistor fiir den Einsatz als Schalttransistor in der Datenver-
arbeitungstechnik
Erzeugnisstandard: TGL 24 952
Bauform: TO-39 (Bild 12)

Ly

Kennwerte (y; = 25°C)
Kennwert Kurz-  min. typ. max. Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter-  Ugggycgo 40V 63V Ic = 10 mA

Durchbruchspannung

Emitter-Basis- Ugryero 5V 62V Iz =100 pA

Durchbruchspannung

Kollektor-Basis- *  Ino 770A  100uA U= S0V

Reststrom .

Kollektor-Emitter-  Ucgum 0,38V IV I =50mA

Séttigungsspannung Iy = 50 mA

Einschaltzeit des lon I2ns 50ns Ir =500 mA

Kollektorstroms Iy = 50 mA
_’fm = 25 III.A

R, = 80 @

Ausschaltzeit des tor 41ns 100 ns Ic =500 mA

Kollektorstroms Iz; = 50 mA
—1’32 = 25 mA

RL = 80 Q

Innerer Rije 40K/'W

Wiirmewiderstand

Sperrschicht-

Umgebung
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Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom

Gesamtverlustleistung
(9y=125°C)

Sperrschichttemperatur

Umgebungstemperatur

40V

60V

5V
600 mA
700 mA
100 mA
150 mA
700 mW

175°C
—40...125°C

su111

Si-npn-Darlington-Leistungstransistor fiir den Einsatz in Batterieziind-

anlagen

Erzeugnisstandard: TGL 42 779

Bauform: TO-3 (Bild 18)

Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung

Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom

SpitzendurchlaBstrom der
Inversdiode
Gesamtverlustleistung
(B, =125°C)
Sperrschichttemperatur
Gehausetemperatur

450V
400V
50V
TA
10A
15A
2,5A
5.0A
15A

120w

175°C
—40...175°C
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Kennwerte (%, = 25°C)

Kennwert Kurzzeichen Wert Einstellwerte

Kollektor-Emitter- Upryceo 400V I = 01A
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Tegs 1,0mA Ug =Uss
Reststrom Uge =0
Emitter-Basis- Igpo 100mA Ugg = 5V
Reststrom
Kollektor-Emitter- Uctan 18V~ Ic =l
Sittigungsspannung Idlg =50

" Basis-Emitter- Upgsa 2,5V I =l
Sittigungsspannung Idly =50
Kollektor-Basis- hy e 200 Ug = 3V
Stromverhiltnis Ic = 3A
DurchlaBspannung U ov w =Yow
der Inversdiode
Innerer -~ Rinje 1,25 K'W
Wirmewiderstand
SU 160

Si-npn-Leistungsschalttfansistor fir den Einsatz in Honzontal Ablenk-
Endstufen von Farbfernsehempfangern

Erzeugnisstandard: TGL 31 296

Bauform: TO-3 (Bild 18)

- .



Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung

Uceo 700V
Kollektorstrom Ic 5A
I 75A
Basisstrom Tom 40A
. Iy 0,1A
. —lIgm 35A
Gesamtverlustleistung ! 12,5W
Sperrschichttemperatur b 120°C
Gehiusetemperatur de —10...100°C
Kennwerte (, = 25°C)
Kennwert Kurzzeichen Wert Einstellwerte
Kollektor-Emitter- Ugryceo 700V I. = 01A
Durchbruchspannung .
Emitter-Basis- U(ng)zno 5V = fE - 0.01 A
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Ices 1,0mA Ug =1500V
Reststrom
Kollektor-Emitter- Ui 50V Ic = 45A
Sattigungsspannung Iy = 2A
Basis-Emitter- USEIII 1,5V fc = 45A
Séttigungsspannung Ig = 2A
Kollektor-Basis- hyg 2.25 Usg = S5V
Stromverhaltnis . Ic = 45A
Abfallzeit des i lus I = 45A
Kollektorstroms Iz = 18A
Ubergangsfrequenz fr 2MHz Ug = 5V
I = O0,1A
Kollektorkapazitét Ce 170 pF Us = 10V
Innerer Ripjc 2, 0K'W
‘Wimnewi derstand
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SuU 161

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir den Einsatz in Horizontal-Ablenk-
Endstufen von Schwarz-WeiB-Fernsehempfingern

Erzeugnisstandard: TGL 33 554

Bauform: TO-3 (Bild 18)

Kennwerte (¥, = 25°C)

Kennwert Kurzzeichen Wert Einstellwerte
Kollektor-Emitter- Ugryceo 350V I. = 0,1A
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- U(SR]E-DD 7.0V IE = 0,01 A
Durchbruchspannung =
Kollektor-Emitter- Icgs 3,0mA Ueg =150V
Reststrom
Kollektor-Emitter- Ucgsar 50V Ic = 2A
Sattigungsspannung s = 1A
M&Emiﬂ.er‘ UBESII 1.5 Vv Ic = A
Sattigungsspannung Ig = 1A
Kollektor-Basis- . hz]g 2,0 UCE - 5V
Stromverhéltnis Ie = ' 2A
Abfallzeit des 4 1us le = 2A
Kollektorstroms Is = 1A
Ubergangsfrequenz fr 2MH:z Ug = 5V
Ie = 0,1A
Kollektorkapazitit Ce 170 pF Ug = 10V
Innerer Rinje 2,5K/W
Wiirmewiderstand
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Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung

(Rpe =10092)
Kollektorstrom
Basisstrom
Gesamtverlustleistung

(B =90°C)

Sperrschichttemperatur
Gehausetemperatur

1500V

350V
25A
30A
25A
0,1A
1,5A

10W

115°C
—10...100°C

SU 165

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir den Einsatz als Leistungsschalter bei

hohen Spannungen

Erzeugnisstandard: TGL 31 685
Bauform: TO-3 (Bild 18)

Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung

Kollektorstrom

Basisstrom

Gesamtverlustleistung
(9c=90°C)

Sperrschichttemperatur

Gehausetemperatur

900 V
350V
2,5A
30A
1,5A
2,5A
0,1A
1,5A
10W

115°C
—25...100°C
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Kennwerte (¥ = 25°C)

Kennwert Kurzzeichen Wert Einstellwerte

Kollektor-Emitter- -~ Upriceo 350V Ir = 01A

Durchbruchspannung

Emitter-Basis- U(gn;gw 40V IE = 001A

Durchbruchspannung

Kollektor-Emitter- Ices 1,0mA Ug =900V

Reststrom =

Kollektor-Emitter- Ucgast 3,0V I. = 2A

Sittigungsspannung Ig = 02A

Basis-Emitter- Uppsat 1,5V Ice = 1A

Siittigungsspannung Iz = 02A

_ Kollektor-Basis- hye 5

Stromverhaltnis

Einschaltzeit des fon 1us I = 1A

Kollektorstroms Iy = 02A
I B = _D,4A
Um = 250 V

Ausschalizeitdes to 5us Ie = 1A

Kollektorstroms I;y = 02A
Iy = —04A
Uee =250V

Ubergangsfrequenz fr 2MHz Ug = 5V
I. = 01A

Kollektorkapazitit Cc 175pF Ug = 10V

Innerer Runje 25KW

Wairmewiderstand
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SU 167, SU 169

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir den Einsatz als schnelle Leistungs-
schalter

Erzeugnisstandard: TGL 37 518

Bauform: TO-3 (Bild 18)

Kennwerte (¥ = 25°C)
Kennwert Kurzzeichen SUI67 SUI69 Einstellwerte
Kollektor-Emitter- Upnycco 325V 400V I = 0,1A
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- Ugryeso 8.0V g = 001A
Durchbruchspannung .
Kollektor-Emitter- Ly 10 mA Uce = Ucpy
Reststrom ; Ugg = =2V
Kollektor-Emitter- Ucgea 33V I = BA
Séttigungsspannung Iy = 25A
Basis-Emitter- Usgaa 2,5V Io = 8A
Sittigungsspannung Iy = 25A
Speicherzeit des dg 3,0us Ie " 8A
Kollektorstroms fh = 25A
=lpy =Im
ohmsche Last
Abfallzeitdes I 1,0us I. = 8A
Kollektorstroms Iy = 25A
. —fm =Ip;
ohmsche Last
Innerer Ripje . 1,25 KW
Warmewiderstand ’ '




Grenzwerte

SU167  SU169

Kollektor-Emitter-Spannung

(UBE= _2V) UCEV HI}V IIIDV
: Ucgo 325V 400V
Emitter-Basis-Spannung Ugpo 8,0V
Kollektorstrom Ic SA
Icea 10A
Iy 15A-
Basisstrom Iy 4A
8A
Gesamtverlustleistung 100W
(8c=25°C)
Sperrschichttemperatur B 150°C
Gehéusetemperatur P -25...150°C
SU178,SU 179

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir den Einsatz als Leistungsschalter

bei hohen Spannungen
Erzeugnisstandard: TGL 55 114
Bauform: TO-3 (Bild 18)

Grenzwerte
sU178 sU179
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 800V 1000V
Kollektor-Basis-Spannung Ucro 400V 450V
Kollektorstrom Ic 6A
j . 8A
Basisstrom Igm 3A
""IBM 3 A
Gesamtverlustleistung Pt 60W
(9= 50°C)
Sperrschichttemperatur B 150°C
Gehidusetemperatur J¢ —25...125°C
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Kennwerte (, = 25°C)

Kurzzeichen SUI78 SUI79

Kennwert Einstellwerte
Kollektor—Emitter— Umn]m 400V 450V I'c = 0,1 A
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- U(nnm 6,0V IB = 0,01 A
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- ey 1,0mA Ugg = -2V
Reststrom : Ueg = 800V
(SU 178)
Ugg = 1000V
(SU179)
Kollektor-Emitter- Uepe 1,5V I = 25A
Sattigungsspannung Iz = 05A
Basis-Emitter- Upgaa 14V e = 25A
Séttigungsspannung Iy = 05A
Speicherzeit des Iy 4,0us I. = 25A
Kollektorstroms ' Isps = 05A
Iy, = -05A
Uge = 200V
Abfallzeit des 1 1,0us Ir = 25A
Iy = —05A
U = 200V
Innerer Ry 2K/W
Wirmewiderstand
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SU180

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir den Einsatz in elektronischen Vor-

schaltgeriten von Leuchtstofflampen
Erzeugnisstandard: TGL 39 891
Bauform: TO-3 (Bild 18)

Kennwerte (, = 25°C)

Kennwert ‘Kurzzeichen Wert Einstellwerte
Kollektor-Emitter- Upryceo 400V I. = 01A
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- 7 p— 6,0V I = 001A
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- Icey 1,0mA Uge = =2V
Reststrom U = 1200V
Kollektor-Basis- . Imo 0,1mA Ueg = 500V
Reststrom
Kollektor-Emitter- Ucpsst 3oV I = 2A
Sittigungsspannung Iy = 1A
Kollektor-Basis- Uppga 1,5V I = 2A
Séttigungsspannung Ig = 1A
Kollektor-Basis- hane 10 Ic = 1A
Stromverhiltnis Ug = 5V
Abfallzeit des t 1,0us le = 1A
Kollektorstroms f'm = 0,2A
Iy = —0.2A
Innerer / Rupje ISKW
Wirmewiderstand




Grenzwerte

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 400 V
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 1200 V
Kollektorstrom Ie 25A
Tou 3 A
Basisstrom 15A
: —Igy 1,5A
Gesamtverlustleistung Pia 35 W
(#c=50°C) -
Sperrschichttemperatur ? 150 °C
Gehiusetemperatur ' B —25...125°C
SU186L,SU 188 L

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir den Einsatz als schnelle Leistungs-
schalter .

Erzeugnisstandard: TGL 42 076

Bauform: TO-3 (Bild 18)

Grenzwerte
SU18 L SUIS8L
Kollektor-Emitter-Spannung
(Ugg =—2V) Ucgy 160V 300V
Uceo 125V 250V
Emitter-Basis-Spannung Uggo 7.0V
Kollektorstrom Feem 15A 10A
Ie 20A 15A
e Iem 25A 20A
Basisstrom I 6A 4A
Iem 9A 6A
Gesamtverlustleistung P 150 W
Sperrschichttemperatur ¥ 200°C
Gehiusetemperatur ¢ —25...200°C
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Kennwerte (i, = 25°C)

Kennwert Kurz- sU JML SU 188 L Einstellwerte
zeichen
Kollektor-Emitter- Um)mo 125V 250V I = 0,1A
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- Ugr)eso 7.0V I = 00LA
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter- 1,0mA [
Reststrom Uge =-2V
Kollektor-Emitter- Ucgen 1,2V 09V I =le
Séttigungsspannung Idly = 10
Basis-Emitter- Uggen 20V Ie Teen
Sittigungsspannung Idly = 10
Speicherzeit des ts 2,0us I =Is
Kollektorstroms Idly = 10
—Igy =lp
Abfallzeit des A 0,8us e =l
Kollektorstroms Idl = 10
Iy = Iy
Innerer Rae LITK/W :
Wiirmewiderstand




SU 189, SU 190

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir den Einsatz als schnelle Leistungs-

schalter

Erzeugnisstandard: TGL 42 777

Bauform: TQ-3 (Bild 18)

Kennwerte (¥ = 25°C)

Wﬁrmcwiderstantj

Kennwert Kurz- SU189 SUI% Einstellwerte
zeichen
Kollektor-Emitter- U{BIJ(IO 400V 450V Ic = 0,2 A
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- Ugryeso 10V I = 001A
Durchbruchspannung .
Kollektor-Emitter- Icen 1,0mA Ugg =Ucgp
Reststrom RSE =102
Kollektor-Emitter- Ucpsa 1,5V Ie =ley
Sattigungsspannung Idly = 5§
 Basis-Emitter- Usbane L6V k =l
Séttigungsspannung Ilg = 5
Speicherzeit des ts 3,0us Ie =lom
Kollektorstroms Idly = 5
=y =1Iy,
ohmsche Last
Abfallzeit des f 0,8us Ie  =low
Kollektorstroms Iclly = 5
=l =1Ig
ohmsche Last
Innerer Rupic LOK/W
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Grenzwerte

sU189 sU190
Kollektor-Emitter-Spannung
(UBE’ —ZV) UCE\" 850V 1000V
(RBE= 109} UCER 850V . l(mv
Ucgo . 400V 450V
Emitter-Basis-Spannung Ugro v
Kollektorstrom ' Ios 10A 8A
Ic 15A
I 30A
Basisstrom Iy 4A
Igm : 20A
Gesamtverlustleistung P 175W
Sperrschichttemperatur ¥ 200°C
Gehiusetemperatur e —25...200°C

SU 310, SU 311, SU 312

Si-npn-Darlmgton-Leistungstransistoren fiir den Einsatz in Batterie-
ziindanlagen

Vorliufige technische Daten

Bauform: TO-218 (Bild 19)

Grenzwerte

SU310 SU311 SU3i2

Kollektor-Emitter-Spannung ~ Uces 400V 450V 450V
Ucgo 350V 400V 400V

Emitter-Basis-Spannung Uggo 50V
Kollektorstrom Ten 7A 10A

I : 12A

L 15A
Basisstrom Iy 2,5A

i 5A
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SU310 SU311 SU3I12

SpitzendurchlaBstrom der ) 15A
Inversdiode

Gesamtverlustleistung P 125W
Sperrschichttemperatur U7 175°C
Gehausetemperatur Oc =25...178%C

Kemnwerte (Jy = 25°C)

Kennwert

Kurz- SU310 SU311 SU312 Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter-

Durchbruchspannung

Kollektor-Emitter-
Reststrom
Emitter-Basis-
Reststrom
Kollektor-Emitter-
Séttigungsspannung
Basis-Emitter-
Sittigungsspannung

Kollektor-Basis-
_Stromverhiltnis

DurchlaBispannung

der Inversdiode
Innerer
Warmewiderstand

U(SRBCEO 350V 400V 400V 1'(; - O,I A

UBE = 0
Iepo 100mA Up = 5V
Ucﬁm 18V IC = fm
, Idly =50
Unm 2,5 v I C = ICnl
_ Il =50
h!lE . ZIII Um = 5V
Ic = 3A
B 12K/W




$U 377, SU 378, SU 379, SU 380
Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir den Einsatz als schnelle Leistungs-

schalter

Erzeugnisstandard: TGL 42 778

Bauform: TO-220 (Bild 20)

Kennwerte (#, = 25°C)

Kennwert Kurz-  SU377 SU379 SU 378/ Einstellwerte
zeichen SU380
Kollektor-Emitter-  Uggyceo 300V 400V 0V I = 02A
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- Ummgm 7,0V fu = O,UIA
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter-  Jegpy 0,3mA Ug = Uy
Reststrom Ugg =-2V
W‘W-Elﬂitm- Ucpar 1,5V 1,0V 15V I =g
Sattigungsspannung ; Idly = 5
" Basis-Emitter- Vi 13V 1,1V 13V Ie =lou
Sattigungsspannung Idlg = 5§
- Speicherzeit des t 3,0us Ie =lcu
- Kollektorstroms Idly = 5
—’.1 - 2.’“
ohmsche Last
Abfallzeit des [ 0,8us I =lom
Kollektorstroms Idly= 5
-!‘| - 2"3
ohmsche Last
Innerer Rue 1,76 K/W '
Wirmewiderstand




Gremzwerte

SU377 SU379 SU378/SU380

Kollektor-Emitter-Spannung .
Ucgo 300V 400V 400V
Emitter-Basis-Spannung Ugso 7,0V
Kollektorstrom ) £ 25A 1A 25A
Ie 6A
Iem 8A
Basisstrom fn ZA
Iam 4A
Gesamtverlustleistung P 85W
' Sperrschichttemperatur 9, 175°C
Gehiusetemperatur P —-25...175°C
SU 382, SU 383, SU 384

-Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir den Einsatz als sclmeile Leistungs-.
schalter
Vorliufige technische Daten
Bauform: TO-218 (Bild 19)

Grenzwerte
SU382 SU383 SU384
Kollektor-Emitter-Spannung
(Uge=— 2V) Ucgv 850V 1000V 1000V
Uceo 400V 450V , 450V
Emitter-Basis-Spannung Ugpo 7,0 A
Kollektorstrom } 5A 7A
Ic 9A
Tom I5A
Basisstrom Iy 3A
Iaym - 6A



SU382 SU383 SU384
Gesamtverlustleistung 125W
Sperrschichttemperatur 175°C
Gehausetemperatur -25...175°C
Kennwerte (& = 25°C)
Kennwert Kurz-  SU382 SU383 SU 384 Einstellwerte
zeichen
Kollektor-Emitter-  Uggyceo 400V 450V 450V Ie = 01A
Durchbruchspannung
Emitter-Basis- U{BR]EBD 7,0V Ie = 0,01A
Durchbruchspannung
Kollektor-Emitter-  Iegy 0,15mA U =Usy
Reststrom Uge =-2V
Kollektor-Emitter-  Ucgau 1,5V Ie =lom
Siittigungsspannung Idlg = 5
. (SU384:I5=1,6A)
Basis-Emitter- Veida 1,6V Ie =lcm
Séttigungsspannung Iy = 5
(SU384: Iy =1,6A)
Speicherzeit des Is 3,0us I = 5A
Kollektorstroms L = 1A
g ~Ig; =Is
ohmsche Last
Abfallzeit des i 0,8us I = S5A
Kollektorstroms . Iy = 1A
-l =In
ohmsche Last
Innerer Rue 1,25K/'W
Wirmewiderstand




SU 508, SU 509, SU 510
Si-npn-Darlington-Leistungsschalttransistoren fiir den Einsatz in
Wechselrichtern am 380-V- und 220-V-Netz ‘
Erzeugnisstandard: TGL 43 638

Bauform: TO-240 (Bild 21)

Kennwerte (0|_| - 25°C)

Kennwert Kurz- SUS08 SUS09 SUS510 Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter-  Uipgycpo 600V - 700V 800V Ie = 02A
Durchbruchspannung

Kollektor-Emitter-  legy 5,0mA Ueg = Ucgy
Reststrom ) Ugg = -2V
Emitter-Basis- o 200 mA Ugg = 5V
Reststrom
Kollektor-Emitter-  Ugg,y, 20V le  =ley
Sattigungsspannung Iy = 50
Basis-Emitter- Upgey 25V Ie =lgy,
Sattigungsspannung Idly = 50
Kollektor-Basis- hue 50 Ug = 5V
Stromverhiltnis ' Ie = 30 -
DurchlaBspannung ~ Upy 18V I =T
der Inversdiode
Speicherzeit des Is 15 us le =lca
Kollektorstroms Il = 30
b =y =Ip
ohmsche Last
Abfallzeit des 1 3.0us Ie =Ig,
Kollektorstroms ’ Ioily = 30
—lny =y
ohmsche Last
Innerer Rinje 0,5KwW
Wiarmewiderstand




Grenzwerte

SuUs08 SU509 SUSI0

Kollektor-Emitter-Spannung

(Uge = —-2V) Ucsy 750V 900V 1000V
: Uceo 600V 700V 800V
Emitter-Basis-Spannung Ugno 70V
Kollektorstrom Tea: 30A
Ic 30A
Icn 60 A
Basisstrom Iy 2,0A
Ipm 40A
SpitzendurchlaBstrom R 60 A
der Inversdiode
Gesamtverlustleistung - P : 250W
Sperrschichttemperatur W% 150°C
Gehiusetemperatur dc —25...150°C
SU 518, SU 519, SU 520

Si-npn-Darlington-Leistungsschalttransistoren fiir den Einsatz in
Wechselrichtern am 380-V- und 220-V-Netz

Vorlaufige technische Daten

Bauform: TO-240 (Bild 21)

Grenzwerte i

SU518 SUS19  SUS520

Kollektor-Emitter-Spannung

(Ugg =—-2V) Ucsv 600V 900V 1000V
Ucko 400V, 700V 800V
Emitter-Basis-Spannung Uggo 70V
Kollektorstrom o 50A
Ic 50A
Iewm ) 100 A
Basisstrom Iy 2,0A
Igm 40A
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Susis8  SU519  SUS520

SpitzendurchlaBstrom Term 100 A

der Inversdiode _

Gesamtverlustleistung ) 400W

Sperrschichttemperatur 3 150°C

Gehausetemperatur ¥ - —25...150°C

Keanwerte (fh, = 25°C)

Kennwert Kurz- SUs18 SUs19 SU520 Einstellwerte
zeichen

Kollektor-Emitter-  Ugg)cgo 400V 700V BV I = 02A
Durchbruchspannung

Kollektor-Emitter-  [gy 5,0mA Ug =Ugmy

Reststrom UBE = =2V

Emitter-Basis- Ieno 600 mA Ugp = 5V

Reststrom

Kollcktor-Emitter-  Uggey, 2,5V e =lcy

Séttigungsspannung ddllg = 50

Basis-Emitter- Upgsa : 3ov . Ir =l

Sattigungsspannung _ Idly = 50

DurchlaBspannung  Upy 1,8V I =l

der Inversdiode

Speichermildes " Ig 15 s ’C = !m

Kollektorstroms Ielly = 50
—lg =lp
ohmsche Last

Abfallzeit des 2 3,0us I =loa

Kollektorstroms Il = 50

: =l =l

ohmsche Last

Innerer Ripjc 0,31 K'W

Wirmewiderstand
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5. Transistorbauformen

®
483
|

E
o8 Bild 12
Kollektor am Gehduse Bauform TO-39
; Q. L . .
\ o
] s N_,“ o, —— g )
i “y |©F §g¢ Biud13
03 42 25 Bauform L3 (nach
T2s]_ -t - TGL 11811)
632
i
B
e m,
(=]
\
'F i
g
\
ECB Bild 14
Der Kollektor ist mit der metallischen Montageflache Bauform édhnlich
leitend verbunden SOT-32
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Bild 15

Bauform A 3/15
£, A
of 18] 2 |& — I g Bauform L3 mit ge-
e B inderter AnschluB-
<3 X 12,5 . reihenfolge gegen-
25 iiber Bild 13
'\ .
52max. 127 min.
s \
- o B
Bild 17 Bauform SOT-54
26 max. N dmax
10,9025 3,3max.
t= ™ ™
S*\ @ \ . %2
~ . o -
Q ] x ;1\ T L} )é %1 g _( J———
1 Ll 1T
S\D /9
g“ A\ .
i Y i
02
o T JBmax | s
Kollektor am Gehduse Bauform TO-3 -
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53 _
441

L 4
A

L
§ £
w)
| |e/® -
10,4 max. 4,65 max.
38, l£~ 135max| |
Bild19 1 |&
Bauform TO 218 B |8
»
g
' m‘
15 ©
£
~ W
g c
E
N-\
™
v
10 max 2,54
BCE
Bild 20

Bauform TO-220

Bild 21
Bauform TO-240
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